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1. はじめに 
半導体光増幅器(SOA)は小型で高利得、光検出

器や、半導体レーザに集積化して用いることがで
きる有用な光能動素子である。しかし、SOA自身
の増幅や雑音特性についてもまだ不明な点が多
く[1]、半導体レーザと集積化された場合は、さ
らに複雑な特性を呈する。本研究はSOA自身、及
びレーザと集積化した場合について、強度雑音と
周波数雑音を測定し、集積化の影響を検討した。 

2. 実験と結果 
図１のような DFB レーザの光をアイソレータ

を通して SOA に入射させた場合と、図２のよう
な SOA が集積化された、波長可変集積レーザ
(ITLA)の 2種について、強度雑音、周波数雑音の
測定を行った。強度雑音は相対強度雑音(RIN)と
して評価し、周波数雑音は発振線幅で評価した。 

図３はSOAからの出力光強度v.s.RINの測定結
果である。SOAが集積化されている場合の方が、
そうでない場合に比べて RIN の値は高くなって
いるが、出力光強度に対する依存性は同じであっ
た。 

図４は SOA からの出力光強度 v.s.発振線幅の
測定結果である。SOA がレーザから分離してい
る場合では、SOA からの出力光強度によらず線
幅は一定である。SOA 自身では増幅光の線幅を
変化させないことは、既に著者らにより理論的に
予測されており[1]また実験でもこのことを確認
していた[3]。一方 ITLA では、SOA からの出力
光強度の増加に伴い、線幅が太っていった。 

3. 考察とまとめ 
SOAの集積化による強度雑音、周波数雑音へ

の影響を調べた。RINについては、SOAがレー
ザから分離している場合と比べ、SOAが集積化
されている場合の方が、RINの値が高くなってい
た。しかし、SOAからの出力光強度に対する依
存性は同じであり、SOA集積化による RINへの
影響は小さいことが分かった。線幅については、
SOA自身では光の線幅を変えないが、SOAを半
導体レーザに集積化した場合には、発振線幅が
SOAからの出力光強度に伴い増大することが実
験で確認された。この原因として、SOA内で自
然放出光が発生し、それがレーザ発振部に注入さ
れ、発振光の線幅を増大させているからだと考え
られる。SOA集積化による影響について、特に
線幅への影響が大きいことが分かった。 
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図１ SOAをレーザから分離して用いた場合 

 
図２ SOAが集積化されたレーザ(ITLA) 

 

図３ SOAからの出力光強度-RIN 

 

図４ SOAからの出力光強度-線幅 
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